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W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MROWCZYNSKI, T. KLIMCZYK: Wptyw warunkéw termicznego
utwardzania na wytrzymalo$¢ chemiczng warstwy emulsji swiatfoczuftej.

W artykule przedstawiono wyniki badan wptywu warunkow termicznego hartowania (temperatury i
czasu zapiekania) na rozktad grubosci warstwy emulsji kazeinowej i jej wytrzymatos¢ na dziatanie roz-
tworu trawiacego. Stwierdzono, ze w zaleznosci od wymaganego czasu trawienia, warunki termicznego
utwardzania moga ulega¢ zmianom w duzym zakresie, znacznie przekraczajagcym zalecenia literaturowe.
Uzyskane wyniki moga by¢ przydatne w praktyce trawienia ksztattowego.

W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MROWCZYNSKI, K. SZADKOWSKI: Badanie rozktadu grubosci
emulsji $wiattoczutych naniesionych na ptyty metoda kontrolowanego wyciggania.

W artykule przedstawiono wyniki badan rozktadu grubosci emulsji $wiattoczutych naniesionych na ptyty
metoda kontrolowanego wyciggania. Stwierdzono, ze zastosowanie podwojnego pokrywania w prze-
ciwnych kierunkach nie likwiduje zjawiska ,, klinowatosci’’ wystepujacego przy pokrywaniu pojedynczym.
Otrzymane wyniki mogg by¢ przydatne w praktyce trawienia ksztattowego i formowania galwanicznego.

A. R. OLSZYNA, W. K. WtOSINSKI, D. SOBCZYNSKA, W. TORBICZ: Nowe materiaty dielektryczne do
potprzewodnikowych przetwornikéw jonoczufych typu ISFET.

W artykule dokonano wprowadzenia w zagadnienie potprzewodnikowych przetwornikow jonoczutych
typu ISFET ze szczegolnym uwzglednieniem problemu materiatow bramkowych. Prezentowane sg nowe
materiaty dielektryczne BN (borazon) i Ta,0s jako membrany przyrzadow czutych na jony H* (wskaznik
pH).

W. DRAMINSK_A: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczen metalicznych w niobianie litu.
Przedstawiono bezposrednia spektrograficzna metode oznaczania Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al w nio-
bianie litu LiNbO;. . :
Doktadnie rozdrobniong i wymieszana z proszkiem grafitowym i chlorkiem sodu probke poddawano ana-
lizie spektralnej w tuku pradu statego. Zakres stezen oznaczanych pierwiastkow: 7,5- 1074 - 2%.

W. SOKOLOWSKA, W. DRAMINSKA: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczer metalicznych
w weglanie litu i chlorku litu.

Przeprowadzona w weglan probke chlorku litu oraz probke weglanu litu, mieszano z proszkiem grafito-
wym i poddawano analizie spektralnej w fuku pradu statego. Zakres stezen oznaczanych pierwiastkow:
121075 = 1 10°%%,
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W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MROWCZYNSKI, T. KLIMCZYK: /nfluence of thermal conditions on
thickness distribution of light-sensitive emulsion layer and its chemical resistance.

The paper presents in what way thermal conditions, that is temperature and time of thermal hardening,
influence thickness distribution of casein emulsion layer and its chemical resistance. It has been stated
that thermal conditions of hardening may vary sugnnflcantly depending on etchlng time, considerably ex-
ceeding literature recommendations.

The results of the tests may be recommended for practical use.

W. BLINKOW, S. CENDROWSKI, J. MROWCZYNSKI, K. SZADKOWSKI: /nvestigations of the thickness
distribution of a light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate by dip-coating technique.

The paper presents testing results of the thickness distribution of a light sensitive emulsion layer, deposi-
ted on the plate by dip-coating technique. It has been indicated that application of the dual-coating in the
opposite direction does not eliminate the ,,wedge effect’’ observed at single coating. The obtained results
determine limits of usability of the dip-coating technique and, at the same time, they may be employed in
photoetching and electroforming practice.

A. R. OLSZYNA, W. K. WEOSINSKI, D. SOBCZYNSKA, W. TORBICZ: Using of ISFET with the new
dielectrics thin films.

The lon Selective Field-Effect Transistor (ISFET) is a new integrated device composed of a conventional
ion selective electrode and Metal-Insulator-Semiconductor EFT.

In this paper we investigate the suitability of 3-BN and Ta,0; as a pH-sensitive coating in the ISFET devi-
ces.

We conclude the B-BN and Ta,Os gate are also a good pH sensor (pH sensitivity ImV/pHI is theoretical
value).

W. DRAMINSKA: Spectrographic method for the determination of the metallic content in lithium niobate
LiNbO, g . ANy

A direct spectrographic method for the simultaneous determination of Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al
contentinthe lithium niobiate LiNbO;is discussed. Samples were powdered and mixed with the graphite
powder and sodium chloride.

Determination were carried out with spectrum analysis at the direct current arc. Concentration range of
determined elements is 7,5- 107* - 2%.

W. SOKOLOWSKA, W. DRAMINSKA: Spectrographic method for the determination of metallic
impurities in the lithium carbonate and lithium chloride.

A spectrographic method for the determination of Fe, Mg, Al, Ca, Cu, Mn contensin the lithium carbonate
and lithium chloride is discussed. The lithium chloride sample was carbonated. This one and the lithium

carbonate sample were mixed with the graphite powder and next tested at the direct current arc. The
range of the elements concentration: 1-107% = 1:1072%.
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'

'B. BNAHKOB, C. UEHAPOBCKW. A. MPYBYYHLCKW, T. KﬂMMLll\AK: BriuaHue ycnogull mepmMu4ecKkozo
Oy6neHus HO UIMEHEHe MOUUHSI (/IR KA3EUHOBOL IMy IbCUL U € XUMUYECKY I cmoliKocms.
B cTatbe npeacraBneHs pe3ynbTaThl MCCNEAORAHNN BAUAKHUA YCNOBUIA TepMuyeckoro aybnernuns (Temne-
patypbl U BpeMeHn TepMo0obpaboTku) Ha IMEHEHUE TONLUMHbI CNOSA KA3EMHOBOM CBETOYYBCTBUTENLHON
3MYNbCUN U E€ XMMUYECKY KO CTOMKOCTL K BO3AEWCTBNIO TP3BUNLHOTO PacTsopa. YCTaHOBIEHO, YTO B 3a-
BMCUMOCTU 0T TpebyemMoro BpemMeHn TpaBneHus, ycnosua TepmoaybneHns 3MeHATea B umpomm:(
npeaenax, 3HaYMTENbHO MPEBOCXOAALMX PEKOMEHAauun nutepatypsl. [oNy4YeHHbIEe AaHHbIe MOryT
6bITb NONE3HbI B NMPAKTUKE Pa3MEPHOro Tpasnexus. y

B. BJIMHKOB, C. UEHAPOBCKHW, A. MPYBYUHbLCKW, K. IWAOKOBCKW: Yccnedoearue pacnpedeneHusn
MONWUHBEI NIEHKU €BemOoYy8cmeumensHsiX IMy IbCul, HAHECEeHHbIX HG NIIACMUHbI MEMOOOM KOH-
mpoupyemMo20o 8bIMALUBAHUSA.

B cratbe npeacTaBneHbl pesynbTaTtbl UCCNEA0BAHWI pacnpesenerHa TONWMHbI NNeHKK CBETOYYBCTBUTE-
NbHbIX 3MYNbCU, HAHECEHbIX Ha NAACTUHBI C NOMOLLLIC METOAa KCHTPOAMPYEMOTO BbITATNBaHUA. YcTa-
HOBNEHO, YTO NPUMEHEHNE ABOAHOIO NOKPLIBAHUA B MNPOTUBOMNONOXHOM HENPaBIIEHNU, He NUKBUAN-
PYET ABNEHUA , KNINHE'' UMEIOLLEr0 MECTO NP OAHOKPATHOM NOKPbIBaHMK. MonyyerHbie pesynsTarbl
onpeaenAoT BO3MOXHbIE rpaHuubl npuMeHeHuna cnocoba ,,dip-coating’’, 0AHOBPEMEHHO MOryT ObiTh
MCNONb30BaHbl B NPaKTUKE PAa3MepPHOro TPaBNeHnn v 3nekTPohoPMUPOBaAHUA.

A. OfbIUMHA, B. BNOCUHBLCKW, AI. COBYNHBCKA, B. TOPBNY: [lpumererue +0oebix MOHKUX NNEHOK
ouanexkmpuka e AC/IT.

WCIT aTC H0OBbIA TUM TBEPAbIX 3NEKTPOA0B, KOTOPLIE UCNONb3YIOT 3/IEKTPOXUMUYECKME CBOMCTBA KOHO-
CeneKkTUBHbIX MeMEDPaH 1 achekT NoNA NONYNPOBOAHUKOBbIX YCTPOMCTB Ha ocHose MAI — TpaHaucTo-
pos. B aaHHoit paGoTe nposepeHsbl 6bIM nccrnefosaHns No MOHOCENEKTUBHbIM MembpaHam  — BN n
Ta,05c npumenenunem UCMT B onipeaenerdun noHos H* 8 pactesope. Y ctaHoeneHo, yto cnou 3-BN u Ta,05
BblAEPXKXMBAIOT UcnbiTaHne Kak membpatbl yctpoictea CIT (pH 4yBCTBUTENBHOCTL PaBHa TeOopeTnYye-
CKOW). Y

B APAMUHbBCKA: Cnexmpoepagpuyeckud memoo 0npedeneHus Memasniuveckux npumeced
8 Huo6ame fuMus.
PaspabotaH cnexkTtporpadvueckuit metog onpeaenerua cogepxadna Nd, Cr, Mo, Fe, V, Pt, Pd, Au, Al B
Huobare nuTna — LiNbO;. TOUHO N3MENIbYEHHYIO U NEPEMELLaHHY IO C yro}n;HbuM NOPOLIKOM U XNOPULOM
HaTpuAa Npoby noaBepranu cnexTpansHoOMy aHanuay B Ayre NOCTOAHHOIC Toka. [nanasoH KOHUeHTPa-
LUK orpeaenAemMbiX 3NeMeHToB HaxoauTca B rpaHuiiax 0,001 — 3%.

B. COKOJTOBCKA, B. APAMWUHLCKA: Cnekmpocpaguveckuli memoo onpeoeneHus Memaoniuyeckux
npumeced 8 kap6oHame numus u xnopbde JIUMUA.

MepeseaerHyto B kapboHaT npoby xnopwaa nutua, a Takke npoby kapboHarta NUTUA CMelnBanu € yro-
MbHLIM MNOPOWKOM W MOABEpPranu CrekTpansHoOMy axanuay B Ayre NOCTOAHHOro Toka. [duanasow
KOHLIEHTPaUKK OMpeaenaemMblX 37ieMeHTOB HaxoauTcs B rpaHnuax 1-107% — 1-1072%,
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BADANIE CENTROW DEFEKTOWYCH W DIODACH ELEKTROLUMINESCENCYJ-

NYCH Z GaAs I GaAs P
1-x" x

W rozprawie okreslono gtebokie poziomy energetyczne, przekroje czynne na
wychwyt noénikéw tadunku i koncentracje centréw defektowych, istniejgcych w
warstwie zaporowej dyfuzyjnych diod elektroluminescencyjnych (DEL) z GaAs

i GaAsl_xPx. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu ﬁomiaréw: tempera~-
turowej zaleznogci prgdu rekombinacyjnego, charakterystyk pojemnos$ciowo-na-
pigciowych, fotopojemnosci oraz pradu termicznie stymulowaneso. Do identyfikacji
centréw\ defektowych w diodach z GaAs wylkorzystano wynikti analizy zanie-
czyszczen, przeprowadzonej dla wyjsciowych monokrysztaléw przy pomocy
spektrometru mas. W celu okresglenia mechanizmu wpi'ywu centréw defektowych
na sprawnos$é kwantows i moc promieniowania dyfuzyjnych DEL z GaAs, przed-
stawiono model proceséw rekombinacyjnych, uwzgledniajgcy niejednorodny roz-
ktad czasédw zycia elektrondédw, determinujgcych’'szybkosé rekombinacji promie-
rnistej i niepromienistej w warstwie typu p. Model ten, opracowany przy pomocy

elektronicznej techniki obliczeniowej, zostal potwierdzony eksperymentalnie.

http://rcin.org.pl






CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE
MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
ul. Konstruktorska 6, 02-673 WARSZAWA





